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Regeni se tyka

jeni pamdti s libovolnym vyb&rem a ochrany
dat. Podstata Yeeni spodivd v zapojeni
tranzistoru mezi vstup napdjeni obvodu a
napdjeci vstup paméti s libovolnym vybé&rem
a zapojeni odporu mezi zdroj z&loiniho
nap&t{ a napdjeci vstup pamé&ti s libovol-
nym vybérem. ReSeni je moZno s vyhodou vy-
uzfit p¥i konstrukci mikropo&italovych
systémi pro p¥imé ¥izeni technologickych
procesl, textilnich strojd, ochran a po-

dobnych za¥izeni.
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(54) Obvod zalohovani napajeni paméti s libovoinym vybérem a ochrany dat

obvodu z&lohovadni napé-
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Vynélez se tykad obvodu zdlohovani napdjeni pam&ti s libovolnym vyb&rem a ochrany dat.

Obvody z&lohovéni napdjeni paméti s libovolnym vyb&rem a ochrany dat podle soudasného
stavu techniky jsou konstruovdny tak, ¥e zdloZni nap&ti a systémové nap&tf je oddé&leno polo-
voditovou diodou, zapojenou v propustném sméru od systémového napé&ti k napd&ti zdloZnimu a
napdjeci vstup paméti s libovolnym vyb&rem CMOS je od zdloZniho nap&ti oddélen jinou polovo-
didovou diodou, zapojenou v propustném sméru od zdroje z&dloiniho napétf k napdjecimu vstupu

paméti.,

Nevyhodou tohoto zapojeni je, %Ze Ubytek napéti na polovodidové diod& &ini pfibliZné
0,7 V, takZe napdjec{ nap&ti na napdjecim vstupu paméti se dostdvad mimo vyrobcem pamé&ti povo-
lenou toleranci, kterd je v rozmezi od 4,75 V do 5,25 V. Tim se ztrdc{ zdruka vyrobce, Ze
pam&f bude pracovat bezchybnd. Podobny Gbytek nap&ti na druhé diodd m& za ndsledek vyS881 zatf-
zeni zdroje z&loZniho napéti a jeho d¥ivé&jsf vybitf.

Uvedené nevyhody do zna&né miry odstranuje zapojeni obvodu zdlohovdni napdjeni pamdti
s libovolnym vyb&rem a ochrany'dat podle vyndlezu, jehoZ podstatou je, %e je tvofen prvnim
tranzistorem, ktery je spojen svou bdzi p¥es prvni rezistor se vstupem nulovdni, svym emito-
rem s vystupem adresového dekddéru a svym kolektorem se vstupem vyb&ru pamé&ti s libovolnym
vyb&rem CMOS a s prvnim vyvodem druhého rezistoru, ktery je svym druhym vyvodem spojen pfes
kondenzitor se zemi a p¥imo se vstupem napdjeni paméti s libovolnym vyb&rem CMOS a s kolekto-
rem druhého tranzistoru, ktery je spojen svym emitorem se vstupem napdjeciho nap&ti a svou
bédzi ptes t¥etf rezistor se zemi, pFilemZ kolektor druhého tranzistoru je p¥es &tvrty rezistor

spojen s kladnym polem zdroje zdloZnfho napéti, jehoZ zdporny pdl je uzemndn.

Vyhody zapojeni podle vyndlezu spo&ivaji v tom, Ze Ubytek napdti na tranzistoru, ktery
je zapojen mezi systémové napétf a zdloZnf napéti ¢ini p¥fibliZné 0,1 V, takZe nap&ti, p¥icha-
zejici na napdjeci vstup pamdti zUstdvd ve vyrobcem paméti po¥adované toleranci. Rovn&Z na
odporu, zapojeném mezi zdrojem zdloZniho nap&ti a napdjecim vstupem paméti, vznikd v dtsledku
velmi malého odb&ru proudu ze zdroje z&loiniho nap&ti jen nepatrny udbytek napéti.

Vyndlez bude ddle bliZe popsén podle pfiloZeného vykresu, na kterém je zndzorn&no schéma
zapojeni obvodu zdlohovdni napdjenf{ pam&€ti s libovolnym vybé&rem CMOS a ochrany dat podle vy=-

nélezu.

Obvod zalohovédni napdjeni pam&ti s libovolnym v§bérem CMOS a ochrany dat je tvo¥en prvnim
tranzistorem 1, ktery je spojen svou bdzi pfes prvni rezistor 2 se vstupem 3 nulovdni, svym
emitorem s vystupem adresového dekddéru 4 a svym kolektorem se vstupem vybéru pam&ti 5 s li-
bovolnym vybérem CMOS a s prvnim vyvodem druhého rezistoru 6. Druhy vyvod druhého rezistoru 6
je spojen pfes kondenzator 7 se zemi a p¥imo se vstupem napdjeni pam&ti 5 s libovolnym vyb&-
rem CMOS a s kolektorem druhého tranzistoru 8, ktery je spojen svym emitorem se vstupem 9
napdjectho napéti a svou bézi pFfes t¥feti rezistor 10 se zemi. Kolektor druhého tranzistoru 8
je pfes &tvrty rezistor 11 spojen s kladnym polem zdroje 12 z&loZniho nap¥ti, nap¥iklad aku~

muldtoru, jehoZ zdporny pél je uzemnén.

V &innosti p¥i vypadku napidjeciho napéti poklesne napéti na vstupu 3 nulovédni a na vstupu
9 napdjeciho nap&tf na nulu. V disledku toho se stanou prvn{ tranzistor 1 i druhy tranzistor 8
nevodivymi a odpojf pamdf 5 s libovolnym vyb&rem CMOS od adresového dekdédéru 4, vstupu 3 nulo-

véni a vstupu 9 napdjeciho napéti.

Pamét 5 s libovolnym vyb&rem CMOS je tak pfes Ctvrty rezistor 11 napdjena ze zdroje 12
z4lozniho nap&ti. P¥i prichodu napdjeciho napé&ti na vstup 3 nulovidn{ a vstup 9 napdjeni je
pamé&t 5 s libovolnym vyb&rem CMOS napdjena pres druhy tranzistor 8 ze vstupu 3 napdjeciho

napéti.

Obvod z&lohové&ni napidjeni pam&t{ s libovolnym vyb&rem a ochrany dat podle vyndlezu je
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s vyhodou moZno vyuZit v mikropo&itadovych systémech pro p¥imé fizeni technologickych procesuy,

textilnich strojd, ochran-a podobnych za¥izeni.

PREDMET VYNALEGZGU

Obvod zdlohovédni napdjeni pam&ti s libovolnym vybérem a ochrany dat, vyznalujici se tim,
Ye je tvofen prvnim tranzistorem (1), ktery je spojen svou bdzi p¥es prvni rezistor (2) se
vstupem (3) nulovdni, svym emitorem s vystupem adresového dekdédéru (4) a svym kolektorem se
vstupem vyb&ru paméti (5) s libovolnym vybérem a s prvnim vyvodem druhého rezistoru (6), ktery
je svym druhym vyvodem spojen pres kondenzdtor (7) se zemi a p¥imo se vstupem napdjeni pam&ti
(5) s libovolnym vybérem a s kolektorem druhého tranzistoru (8), ktery je spojen svym emitorem
se vstupem (9) napdjeciho napéti a svou bdzi pres t¥eti rezistor (10) se zemi, p¥ifemZ kolek-
tor druhého tranzistoru (8) je p¥es &tvrty rezistor (11) spojen s kladnym pdlem zdroje (12)

z4dloZniho napéti, jehof zdporny pél je uzemnén.
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